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На рис. 3 представлены спектры ИК-отражения образцов SiNx, SiOx, SiOx Ny до и после УФ-воздействия. 
В спектре исходного образца нитрида кремния проявились широкая полоса с максимумом при 830 см–1, 
обусловленная валентными колебаниями связи Si — N [13; 14], и плечо при 1100 см–1, связанное с коле-
баниями связей Si — O [14]. В случае с оксидом кремния в спектре также проявляются обе эти полосы, 
однако отношение интенсивностей полос Si — O и Si — N в 3 раза выше, чем для нитрида кремния. 
Сигнал от связи Si — N в ИК-спектре оксидной пленки можно объяснить следующим образом. В каче-
стве источника кислорода при ее осаждении используется закись азота. При разложении молекул N2O 
образуется не только активный атомарный кислород, но и активные радикалы азота, которые взаимо-
действуют с продуктами разложения моносилана с формированием связей Si — N. Следует отметить, 
что интенсивность обсуждаемых полос для пленки оксида кремния меньше их интенсивности для 
плен ки нит рида кремния. Это связано с меньшей толщиной оксидной пленки. В спектре оксинитрид-
ной пленки по лоса Si — N смещена в высокочастотную область (имеет максимум при 913 см–1), что 
обусловлено увеличением концентрации кислорода в пленке. Воздействие УФ-облучения не приводит 

Рис. 2. Дисперсия показателя преломления (а) и разность спектров (б )  
образцов SiNx, SiOx, SiOx Ny до и после УФ-воздействия

Fig. 2. Dispersion of the refractive index (a) and difference of the spectra (b)  
of SiNx, SiOx, SiOx Ny samples before and after UV exposure

Рис. 1. Спектры зеркального отражения  
образцов SiNx, SiOx, SiOx Ny до и после УФ-воздействия

Fig. 1. Specular reflectance spectra  
of SiNx, SiOx, SiOx Ny samples before and after ultraviolet (UV) exposure


